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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にパターン化された構造（３ｐ）を提供するための方法であって、
　光源（５）とアクセプタ基板（４）との間に配置されるドナー基板（１０）を準備する
ステップであって、前記ドナー基板（１０）は、ドナー材料（３）を備える、ステップと
、
　前記光源（５）と前記ドナー基板（１０）との間に配置されるマスク（７）を準備する
ステップであって、前記マスク（７）は、パターン化された光（６ｐ）として前記ドナー
基板（１０）に衝突する前記光源（５）からの光（６）をパターン化するためにマスクパ
ターン（７ｐ）を備え、前記パターン化された光（６ｐ）は、作成すべき前記パターン化
された構造（３ｐ）に合致し、前記ドナー基板（１０）に衝突する前記パターン化された
光（６ｐ）は、前記ドナー材料（３）を前記ドナー基板（１０）から剥離させ、前記アク
セプタ基板（４）に転写し、前記パターン化された構造（３ｐ）をその上に形成させる、
ステップとを含み、
　前記パターン化された光（６ｐ）は、前記ドナー基板（１０）から別個の均一なサイズ
の液滴（３ｄ）の形で前記ドナー材料（３）を剥離させるために、前記ドナー基板（１０
）に同時に衝突する複数の別個の均一なサイズのビーム（６ｂ）に分割され、
　前記ドナー基板（１０）に衝突するビーム（６ｂ）サイズ（６ｃ）は、前記ドナー基板
（１０）上の前記ドナー材料（３）の層厚さ（３ｔ）の５０から４００％の間である、方
法。
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【請求項２】
　前記マスクパターン（７ｐ）は、形成すべき前記パターン化された構造（３ｐ）のエリ
アの異なるサイズに対応する異なるサイズ（Ｃ１、Ｃ２）を有する複数のパターンエリア
（７ａ）を備え、パターンエリア（７ａ）によってパターン化される前記光は、複数の別
個の均一なサイズの隣接するビーム（６ｂ）に分割され、その隣接するビームは、前記ア
クセプタ基板（４）上に前記パターン化された構造（３ｐ）の相互接続エリアを形成する
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記マスク（７）は、
　形成すべき異なるサイズの回路要素に対応する異なるサイズ（Ｃ１、Ｃ２）を有する複
数のパターンエリア（７ａ）を備えるマスクパターン（７ｐ）を受け取り、かつ
　前記パターンエリア（７ａ）を複数の別個の均一なサイズの画素に分割することによっ
て作られる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビーム（６ｂ）は、前記アクセプタ基板（４）上で均一な距離に前記液滴（３ｄ）
を堆積するために均一に距離を置かれ（６ｄ）、相互接続パターン化された構造（３ｐ）
は、前記アクセプタ基板（４）上に広がりかつ隣接する転写された液滴に接続する転写さ
れた液滴によって形成される、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ドナー基板（１０）に衝突するビーム（６ｂ）のサイズ（６ｃ）は、前記ドナー基
板（１０）上の前記ドナー材料（３）の層厚さ（３ｔ）の１５０～２５０％である、請求
項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　隣接するビーム間の分離距離（６ｄ）は、前記ビームのサイズ（６ｃ）の２０から２０
０％の間である、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ビームは、第１の寸法（Ｘ１）および前記第１の寸法（Ｘ１）に等しい横断方向の
第２の寸法（Ｙ１）を有する、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記光源（５）は、フラッシュランプを備える、請求項１から７のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記光（６）は、変調パルス（Ｐ）を備え、前記変調は、第１の時間間隔（Ｔ１）およ
び前記第１の時間間隔（Ｔ１）よりも長い第２の時間間隔（Ｔ２）を備え、前記第１の時
間間隔（Ｔ１）において、前記変調パルスは、前記ドナー材料を剥離するために第１の光
強度（Ｉ１）を有し、前記第２の時間間隔（Ｔ２）において、前記変調パルスは、前記ド
ナー材料が前記ドナー基板とアクセプタ基板との間を通過している間に前記ドナー材料を
乾燥し、溶融し、かつ／または焼結するために前記第１の光強度（Ｉ１）よりも低い第２
の光強度（Ｉ２）を有する、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ドナー基板（１０）は、前記ドナー基板（１０）とアクセプタ基板（４）との間で
その面上に配置されるドナー材料（３）の層を有する透明基板（１）を備える、請求項１
から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ドナー基板（１０）は、透明基板（１）とドナー材料（３）の前記層との間に剥離
層（２）を備え、前記剥離層（２）は、前記ドナー基板（１０）から前記ドナー材料（３
）を剥離するために前記光（６）の影響下で反応する、請求項１から１０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
　基板上にパターン化された構造（３ｐ）を提供するためのシステム（３０）であって、
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　光源（５）と、
　前記パターン化された構造（３ｐ）を受け取るためにアクセプタ基板（４）を提供する
ための手段（１４）と、
　ドナー材料（３）を備えるドナー基板（１０）を提供するための手段（１１）であって
、前記ドナー基板（１０）は、前記光源（５）と前記アクセプタ基板（４）との間に配置
される、手段（１１）と、
　前記光源（５）と前記ドナー基板（１０）との間に配置されるマスク（７）であって、
パターン化された光（６ｐ）として前記ドナー基板（１０）に衝突する前記光源（５）か
らの光（６）をパターン化するためにマスクパターン（７ｐ）を備え、前記パターン化さ
れた光（６ｐ）は、作成すべき前記パターン化された構造（３ｐ）に合致し、前記ドナー
基板（１０）に衝突する前記パターン化された光（６ｐ）は、前記ドナー材料（３）を前
記ドナー基板（１０）から剥離させ、前記アクセプタ基板（４）に転写し、前記パターン
化された構造（３ｐ）をその上に形成させるように適合される、マスク（７）とを備え、
　前記パターン化された光（６ｐ）は、前記ドナー基板（１０）から別個の均一なサイズ
の液滴（３ｄ）の形で前記ドナー材料（３）を剥離させるために、前記ドナー基板（１０
）に同時に衝突する複数の別個の均一なサイズのビーム（６ｂ）に分割され、
　前記ドナー基板（１０）に衝突するビーム（６ｂ）サイズ（６ｃ）は、前記ドナー基板
（１０）上の前記ドナー材料（３）の層厚さ（３ｔ）の５０から４００％の間である、シ
ステム（３０）。
【請求項１３】
　前記ビーム（６ｂ）は、前記アクセプタ基板（４）上で均一な距離に前記液滴（３ｄ）
を堆積するために均一に距離を置かれ（６ｄ）、相互接続パターン化された構造（３ｐ）
は、前記アクセプタ基板（４）上に広がりかつ隣接する転写された液滴に接続する転写さ
れた液滴によって形成される、請求項１２に記載のシステム（３０）。
【請求項１４】
　前記マスクパターン（７ｐ）は、形成すべき前記パターン化された構造（３ｐ）のエリ
アの異なるサイズに対応する異なるサイズ（Ｃ１、Ｃ２）を有する複数のパターンエリア
（７ａ）を備え、前記マスクパターン（７ｐ）は、別個の画素（Ｐ）に分割され、複数の
隣接する画素（Ｐ）は、前記複数のパターンエリア（７ａ）の１つのパターンエリアを形
成するように配置される、請求項１２または１３に記載のシステム（３０）。
【請求項１５】
　前記光源（５）は、フラッシュランプを備える、請求項１２から１４のいずれか一項に
記載のシステム（３０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、基板上にパターン化された構造を提供するための方法およびシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、導電性ペーストの印刷は、接触法に基づいている。例えば、（回転）スクリー
ン印刷は、導電性ペーストの印刷を含む。極めて高い解像度が、達成されることもあるが
、この方法は、接触に基づいている。しかしながら、ＯＬＥＤおよびＯＰＶセルなどの様
々なデバイススタックは、バリアスタックを含有するので、接触することを許さないこと
もある。したがって、パターン化された構造を提供するための非接触法が、望まれる。
【０００３】
　例えば、インクジェット印刷は、非接触であるという利点を有する。しかしながら、ノ
ズルサイズは、導電性インクの使用可能な粒子サイズを制限し、最大解像度は、広がり（
低粘度）および液滴サイズによって影響を受ける。別の例では、レーザ誘起前方転写（Ｌ
ＩＦＴ：　Ｌａｓｅｒ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）は、高解
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像度導電性構造を堆積するための比較的新しいパターン化技法である。しかしながら、レ
ーザシステムは、極めて高価であり、最終的にそれはなお、ドロップオンデマンド（ｄｒ
ｏｐ　ｏｎ　ｄｅｍａｎｄ）に基づいている。
【０００４】
　基板上の大面積構造の高速でかつ非接触のパターン化に対する改善された制御が依然と
して望まれている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の第１の態様は、基板上にパターン化された構造を提供するための方法を提供す
る。本方法は、光源とアクセプタ基板との間にドナー材料を備えるドナー基板を準備する
ステップを含む。本方法はさらに、光源とドナー基板との間に配置されるマスクを準備す
るステップを含む。マスクは、ドナー基板に衝突する光源からの光をパターン化するため
にマスクパターンを備える。パターン化された光は、作成すべきパターン化された構造に
合致する。したがって、ドナー基板に衝突するパターン化された光は、ドナー材料をドナ
ー基板から剥離させ、アクセプタ基板に転写し、パターン化された構造をその上に形成さ
せる。パターン化された光は、ドナー基板から別個の均一なサイズの液滴の形でドナー材
料を剥離させるために、ドナー基板に同時に衝突する複数の別個の均一なサイズのビーム
に分割される。
【０００６】
　ドナー基板からアクセプタ基板への材料の光誘起転写は、原理的には大きいパターンの
材料を一回で素早く転写するための非接触法として使用されてもよいことが、現在理解さ
れている。光源とドナー基板との間にマスクを使用することによって、パターン化された
エリアのドナー材料は、同時に転写されるように照射されてもよい。しかしながら、転写
挙動は、転写される異なるエリアのサイズに依存することもあるので、さらなる適合なし
には、プロセスは、制御することが困難なこともあるということが、分かった。例えば、
あるエリアの材料を剥離するために必要とされるエネルギーは、転写すべき材料に作用す
るせん断力に依存することもあり、それは、異なるエリアサイズについて異なることもあ
る。さらに、大きいエリアの材料が、一回で転写されるとき、そのエリアは、転写する間
に壊れて破片になることもあり、それは、予測できないパターン化挙動につながることも
ある。
【０００７】
　光を複数の別個の均一なサイズのビームに分割することによって、各ビームに対するド
ナー材料の反応は、より一様でかつ予測可能とすることができる。特に、ビームは、それ
ぞれ同じサイズおよびエネルギーであるので、剥離すべきドナー材料の各液滴は、同じサ
イズおよび容積とすることができ、転写特性は、より予測可能となり得る。さらに、ビー
ムが、ドナー基板に同時に衝突するとき、ビーム間には間隔があるので、結果として生じ
る液滴もまた、分離しており、通過している間に互いに影響を及ぼさず、それ故に転写特
性の予測可能性をさらに改善する。したがって、材料は、ドナー基板から別個の均一なサ
イズの液滴の形で剥離される。明確に定義されかつ分離された液滴は、アクセプタ基板に
衝突するときに一緒に融合して、より大きい構造を形成することができる。一回での多数
の液滴の転写に対する改善された制御はそれ故に、基板上の大面積構造の高速でかつ非接
触のパターン化を提供する。
【０００８】
　一実施形態では、マスクパターンは、形成すべきパターン化された構造のエリアの異な
るサイズに対応する異なるサイズを有する複数のパターンエリアを備える。マスクによっ
てパターン化される光を複数の別個の均一なビームに分割することによって、異なるエリ
アサイズを有するマスクパターンは、それにもかかわらず均一な液滴サイズの形成をもた
らすことができる。マスクパターンを別個の均一なサイズの画素に分割することによって
、結果として生じる光パターンは、別個の均一なサイズのビームを有することができる。
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複数の画素はそれ故に、複数の異なるサイズのパターンエリアの１つのパターンエリアを
形成するように配置されてもよい。例えば、画素化マスクは、形成すべき異なるサイズの
回路要素に対応する異なるサイズを有する複数のパターンエリアを備える正規のマスクパ
ターンを受け取り、かつそのパターンエリアを複数の別個の均一なサイズの画素に分割す
ることによって作られてもよい。マスクパターンそれ自体を画素に分割することに対する
別法としてまたはそれに加えて、光が、異なるサイズのパターンエリアを有する第１のマ
スクパターンを横断する前または後に、光を画素化する第２のマスクが、提供されてもよ
い。
【０００９】
　別個のビームを均一に距離を置くことによって、対応する液滴は、アクセプタ基板上で
均一な距離に堆積されてもよい。転写される均一な液滴が、アクセプタ基板に到着すると
、それらは、基板上で均等に広がり、それによって隣接する転写された液滴に接続するこ
とができる。したがって、大面積相互接続パターン化された構造が、互いに接続する別個
の液滴によって形成されてもよい。典型的には、隣接する液滴のそのような相互接続は、
例えばビームのサイズ、ドナー材料の層厚さ、ドナー材料の粘度、および／または液滴の
転写速度に関係する、隣接するビーム間の適切に小さい分離距離を提供することによって
達成されてもよい。他方では、分離距離は好ましくは、液滴の別個の転写を可能にするの
に十分大きい。典型的には、ビームサイズ程度のまたはより小さい、例えばビームのサイ
ズの２０から２００％の間、好ましくは５０から１５０％の間、より好ましくは５０から
１００％の間の、隣接するビーム間の分離距離を提供することが有利であることが、分か
っている。ビームが、画素化マスクによって作成されるとき、ビームサイズは典型的には
、画素サイズに比例し、ビーム距離は、画素距離に比例する。したがって、画素のサイズ
および距離は、適切な孤立液滴がドナー基板から放出されるように選択される。
【００１０】
　ビームが、ドナー材料の層厚さと比較して小さすぎるとき、せん断力は、ドナー材料が
ドナー基板から適切に剥離されるのを妨げることもある。他方では、ビームが、大きすぎ
るとき、転写される材料のエリアは、壊れることもある。ドナー材料から容易に分離する
、明確に定義された液滴を提供するために、ドナー基板上のドナー材料に衝突するビーム
のサイズは、好ましくはドナー材料の層厚さ程度またはより大きく、例えばビームサイズ
（例えば直径）は、好ましくはドナー材料の層厚さの５０から４００％の間、より好まし
くは１００から３００％の間、さらにより好ましくは１５０から２５０％の間であること
が、分かっている。典型的には、明確に定義された液滴を提供するために、ビームは、ほ
ぼ等しい２つの寸法を有し、例えば正方形または円形のビームである。
【００１１】
　典型的には、マスクパターンは、形成すべきパターン化された構造のエリアの異なるサ
イズに対応する異なるサイズを有する複数のパターンエリアを備える。したがって、一実
施形態では、マスクパターンは、別個の画素に分割され、複数の隣接する画素は、複数の
パターンエリアの１つのパターンエリアを形成するように配置される。
【００１２】
　一実施形態では、ドナー材料は、ドナー基板とアクセプタ基板との間でドナー基板の面
（側）上に、すなわち光源から離れる方に向いて配置される。その実施形態では、ドナー
基板は、光に対して透明とすることができ、すなわち光は、その１つの面上でドナー材料
に衝突するまで、ドナー基板を通って進むことができる。光がドナー材料に衝突すること
によって、前記材料は、ドナー基板から剥離され、アクセプタ基板に向かって送り出され
、そこでそれは、パターン化された構造を構築する。
【００１３】
　一実施形態では、光源は、フラッシュランプ、例えば（パルス状の）キセノンフラッシ
ュランプである。例えば、一実施形態では、高強度パルス状キセノンフラッシュランプが
、パターン化されたインクをドナーフィルムからレシーバーフィルムへ転写するために（
リソグラフィの（ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｉｃａｌ））マスクと組み合わせて使用される。
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別法として、マスクは、露光されていない残りのインクを露光し、洗浄することによって
ドナーをパターン化するために使用されてもよい。有利には、この解決策は、フォトリソ
グラフィの露光のために開発された既存のパターン化知識を使用することができる。結果
として生じるプロセスは、非接触マスクに基づく直接パターン化方法を提供することがで
きる。高出力レーザパルスは、材料をドナーフィルムからレシーバーフィルムへ放出する
ことができることが、理解されよう。今では、従来のキセノンランプなどの、より手頃な
光源が、この目的のために使用されてもよいことが分かる。ＬＩＦＴに勝るさらなる利点
は、全パターンが同時に転写されてもよいということである。従来の光源で転写材料を適
切に得るために、短い継続時間および高出力の光源が、望まれる。
【００１４】
　一実施形態では、光は、変調パルスを備え、その変調は、第１および第２の時間間隔を
備え、第１の時間間隔において、変調パルスは、ドナー材料を剥離するために第１の光強
度を有し、第２の時間間隔において、変調パルスは、ドナー材料がドナー基板とアクセプ
タ基板との間を通過している間に、ドナー材料を乾燥し、溶融し、かつ／または焼結する
ために第２の光強度を有する。変調パルスは、飛行中に転写液滴をアブレーションし、乾
燥しかつ焼結する（溶融する）ために使用されてもよいことが、現在理解される。液滴は
、どんな放熱（ｈｅａｔ　ｓｉｎｋｉｎｇ）も受けないので、それは、極めて高い温度ま
で非常に効率的に加熱されてもよい。基板間のギャップおよび液滴速度は、パルスの時間
枠を決定することもある。例えば、その距離に応じて、一実施形態では、第１の時間間隔
は、５０μｓ未満であり、第２の時間間隔は、１００μｓよりも大きい。好ましくは、第
１の光強度は、第２の光強度よりも高い。より長いパルスを使用することによって、追加
のエネルギー（ドナー材料の剥離に使用されるエネルギーは別として）は、転写された液
滴を効率的に加熱するために使用されてもよい。
【００１５】
　一実施形態では、ドナー基板とアクセプタ基板との間の距離は、２５μｍよりも大きく
、好ましくは１００μｍよりも大きい。十分な距離を有することによって、ドナー材料は
、基板間を通過している間に光によってさらに加熱されてもよい。さらなる実施形態では
、ドナー基板とアクセプタ基板との間の距離は、２ｍｍ未満、好ましくは１ｍｍ未満、よ
り好ましくは５００μｍ未満である。より小さい距離を有することで、ドナー材料の配置
の精度を改善することができる。
【００１６】
　一実施形態では、ドナー基板は、その上に配置されるドナー材料の層を有する透明基板
を備える。さらなる実施形態では、ドナー基板は、透明基板とドナー材料の層との間に剥
離層を備え、その剥離層は、ドナー基板からドナー材料を剥離するために光の影響下で反
応する。
【００１７】
　第２の態様では、本開示は、基板上にパターン化された構造を提供するためのシステム
を提供する。本システムは、光源と、パターン化された構造を受け取るためにアクセプタ
基板を提供するための手段と、ドナー材料を備えるドナー基板を提供するための手段であ
って、ドナー基板は、光源とアクセプタ基板との間に配置される、手段と、光源とドナー
基板との間に配置されるマスクとを備える。マスクは、ドナー基板に衝突する光源からの
光をパターン化するためにマスクパターンを備え、そのパターン化された光は、作成すべ
きパターン化された構造に合致し、ドナー基板に衝突するパターン化光は、ドナー材料を
ドナー基板から剥離させ、アクセプタ基板に転写し、パターン化された構造をその上に形
成させるように適合される。パターン化された光は、ドナー基板から別個の均一なサイズ
の液滴の形でドナー材料を剥離させるために、ドナー基板に同時に衝突する複数の別個の
均一なサイズのビームに分割される。第２の態様によるシステムは、第１の態様による方
法を実行するために使用されてもよい。
【００１８】
　本方法およびシステムのさらなる利点および適用は、非接触パターン化、大きいエリア
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、同時転写、高処理速度、ロールツーロール互換性、ＯＬＥＤ／ＯＰＶセル内の横漏れを
避けるためのトレンチ充填、はんだバンプの設置、レーザと比較して低コストのシステム
、効率的なエネルギー使用（パターン化、乾燥および焼結のためのおそらくは単一パルス
処理）を含んでもよい。さらに、画素化マスクは、パターン化プロセスを改善することが
できる。その上、本方法は、加法的および減法的の両方向で働くことができるので、単一
機械の多用途性が、増大することもある。パターン化および／または乾燥は別として、下
記の態様の１つまたは複数が、同じシステムによって達成されてもよい。
　１．チップ接着パッドの高解像度および高アスペクト比のパターン化（＜０．５ｍｓ）
。
　２．導電性インクのフォトニック焼結（約１０ｍｓ）。
　３．接着パッド上へのはんだバンプの設置（＜０．５ｍｓ）。
　４．チップ設置後のフォトニックはんだ付け（２ｍｓ）。
　５．横漏れを避けるためのトレンチ充填（＜０．５ｍｓ）。
【００１９】
　本開示の装置、システムおよび方法のこれらならびに他の特徴、態様、および利点は、
下記の説明、添付の請求項、および付随する図面からより良く理解されることになろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】分離した均一な光ビームを使用することなく大きいエリアの材料をパターン化
するための方法の概略図を示す図である。
【図１Ｂ】異なるサイズの回路パターンを有する、パターン化すべき回路の例を示す図で
ある。
【図２Ａ】分離した均一な光ビームを使用して大きいエリアの材料をパターン化するため
の方法の概略図を示す図である。
【図２Ｂ】図１Ａの回路だがしかし複数の均一なサイズの画素に分割された回路を示す図
である。
【図３Ａ】変調パルスを使用する実施形態を例示する図である。
【図３Ｂ】光強度が、液滴が進む時間または距離の関数として示される、変調パルスのグ
ラフを示す図である。
【図４】基板上にパターン化された構造を提供するためのシステムの実施形態を例示する
図である。
【図５Ａ】堆積された液滴の写真を示す図である。
【図５Ｂ】堆積された液滴の写真を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　別段規定されない限り、本明細書で使用されるすべての用語（技術用語および科学用語
を含む）は、説明および図面の文脈において読まれる場合この発明が属する技術分野の当
業者によって普通に理解されるのと同じ意味を有する。一般に使用される辞書において規
定されるそれらなどの用語は、関連する技術分野の文脈におけるそれらの意味と一致する
意味を有すると解釈されるべきであり、本明細書で明確にそのように規定されない限り理
想化されたまたは過度に形式的な意味に解釈されないであろうことが、さらに理解されよ
う。場合によっては、よく知られたデバイスおよび方法の詳細な説明は、本システムおよ
び方法の説明を分かりにくくしないために省略されることもある。特定の実施形態を述べ
るために使用される専門用語は、本発明を限定することを意図されていない。本明細書で
使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が明瞭に別段示さな
い限り、複数形を同様に含むことを意図されている。用語「および／または（ａｎｄ／ｏ
ｒ）」は、関連する列挙事項の１つまたは複数の任意の組み合わせおよびすべての組み合
わせを含む。用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」および／または「備える（ｃｏｍｐ
ｒｉｓｉｎｇ）」は、述べられる特徴の存在を明記するが、しかし１つまたは複数の他の
特徴の存在または追加を除外しないことが、理解されよう。方法の特定のステップが、別
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のステップの後と見なされるとき、それは、前記他のステップのすぐ後に来てもよく、ま
たは１つもしくは複数の中間ステップが、別段指定されない限り、特定のステップを実行
する前に実行されてもよいことが、さらに理解されよう。同様に、構造体またはコンポー
ネント間の接続が、述べられるとき、この接続は、別段指定されない限り、直接にまたは
中間構造体もしくはコンポーネントを通じて確立されてもよいことが、理解されよう。本
明細書で言及されるすべての刊行物、特許出願、特許、および他の参考文献は、参照によ
り全体として組み込まれる。対立する場合には、規定を含む本明細書が、制御することに
なる。
【００２２】
　本発明は、本発明の実施形態がそこで示される、付随する図面を参照して以下でより完
全に述べられる。しかしながら、この発明は、多くの異なる形で具体化されてもよく、本
明細書で説明される実施形態に限定されると解釈されるべきでない。むしろ、これらの実
施形態は、この開示が、徹底的でかつ完全であり、本発明の範囲を当業者に完全に伝える
ことになるように提供される。例示的実施形態の説明は、付随する図面に関連して読まれ
ることを意図され、その図面は、明細書全体の一部分と考えるべきである。図面では、シ
ステム、コンポーネント、層、および領域の絶対的サイズおよび相対的サイズは、明確に
するために誇張されることもある。実施形態は、本発明のおそらく理想化された実施形態
および中間構造体の概略的かつ／または横断面の実例を参照して述べられることもある。
説明および図面では、類似の数字は、全体にわたって類似の要素を指す。相対的用語なら
びにその派生語は、その時に述べられるまたは議論中の図面に示されるような向きを指す
と解釈されるべきである。これらの相対的用語は、説明の便宜のためであり、システムが
、別段述べられない限り、特定の向きで構築されるまたは動作させられることを必要とし
ない。
【００２３】
　図１Ａは、分離した均一な光ビームを使用することなく大きいエリアの材料をパターン
化するための方法の概略図を示す。ドナー基板１０は、光源５とアクセプタ基板４との間
に配置され、ドナー基板１０は、ドナー材料３を備える。従来のマスク７’は、光源５と
ドナー基板１０との間に配置され、マスク７’は、ドナー基板１０に衝突する光源５から
の光６をパターン化するために従来のマスクパターン７ｐ’を備える。パターン化された
光６ｐ’は、作成すべきパターン化された構造３ｐ、例えば図１Ｂに示されるなどの回路
の大きい連続エリア７ａ’に合致する。典型的には、図示されるなどの回路または対応す
るマスクパターン７ｐ’では、回路部分７ａ’は、異なるサイズＣ１、Ｃ２を有すること
もある。例えば大きい連続ビームを備える、パターン化された光６ｐ’が、ドナー基板１
０に衝突するとき、これは、ドナー材料３の大半をドナー基板１０から剥離させ、アクセ
プタ基板４に転写させることもある。しかしながら、そのエリアは、そのように大きいの
で、それは、通過している間に壊れることもあり、破片３ｄ’の形成につながる。破片３
ｄ’は、アクセプタ基板４上に不規則なパターン化された構造３ｐ’を形成する。
【００２４】
　図２Ａは、分離した均一な光ビームを使用する恩恵を有する、大きいエリアの材料をパ
ターン化するための実施形態の概略図を示す。本方法は、光源５とアクセプタ基板４との
間に配置されるドナー基板１０を準備するステップを含み、ドナー基板１０は、ドナー材
料３を備える。本方法はさらに、光源５とドナー基板１０との間に配置されるマスク７を
準備するステップを含む。マスク７は、ドナー基板１０に衝突する光源５からの光６をパ
ターン化するためにマスクパターン７ｐを備える。パターン化された光６ｐは、作成すべ
きパターン化された構造３ｐに合致する。特に、ドナー基板１０に衝突するパターン化さ
れた光６ｐは、ドナー材料３をドナー基板１０から剥離させ、アクセプタ基板４に転写し
、パターン化された構造３ｐをその上に形成させる。有利には、パターン化された光６ｐ
は、ドナー基板１０に同時に衝突する複数の別個の均一なサイズのビーム６ｂに分割され
る。これは、ドナー基板１０から別個の均一なサイズの液滴３ｄの形でドナー材料３を剥
離させる。
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【００２５】
　本明細書で述べられるように、好ましくは、ビームは、均一なサイズであり、すなわち
それらは、ほぼ同じサイズ、例えばビームの横断面または（最大）直径を有する。好まし
くは、すべてのビーム直径サイズは、平均ビーム直径サイズの＋／－３０％のマージン内
、好ましくは＋／－２０％または＋／－１０％さえものマージン内である。ビームサイズ
の広がりが小さいほど、結果として生じる液滴サイズは、より均一となり得る。ほぼ等し
いビームサイズに対する別法としてまたはそれに加えて、好ましくは、ビーム当たりのエ
ネルギーは、好ましくはまたほぼ等しく、例えば３０％マージン内でもある。
【００２６】
　好ましくは、隣接するビーム６ｂは、アクセプタ基板４上で均一な距離に液滴３ｄを堆
積するために均一に距離を置かれ６ｄ、相互接続パターン化された構造３ｐは、転写され
た液滴がアクセプタ基板４上で広がり、隣接する転写された液滴に接続することによって
形成される。
【００２７】
　本明細書で述べられるように、好ましくは、ビームは、均一に距離を置かれ、すなわち
一緒にパターンを形成する隣接するビームは、平均距離の３０％のマージン内、好ましく
は２０％または１０％さえものマージン内であるビーム間の距離を有する。距離の広がり
が小さいほど、転写の挙動およびそれに続く基板上での液滴の広がりは、より予想可能と
なり得る。
【００２８】
　一実施形態では、所望の広がりおよび相互接続は、ビームのサイズ６ｃの５０から１５
０％の間である、隣接するビーム間の分離距離６ｄによって達成される。図２Ｂのマスク
を参照すると、これは、画素間の分離距離Ｘ２が、好ましくは画素のサイズＸ１の２０か
ら２００％の間であることを意味する。
【００２９】
　一実施形態では、マスクパターン７ｐは、別個の画素Ｐに分割され、複数の隣接する画
素Ｐは、複数のパターンエリア７ａの１つのパターンエリアを形成するように配置される
。別のまたはさらなる実施形態では、光は、第２のマスク（図示されず）によって別個の
ビームに分割される。
【００３０】
　一実施形態では、所望の液滴形成は、ドナー基板１０上のドナー材料３の層厚さ３ｔの
１５０から２５０％の間である、ドナー基板１０に衝突するビーム６ｂのサイズ６ｃによ
って達成される。典型的には、液滴３ｄのサイズ、例えば直径３ｃは、ビーム６ｂのサイ
ズ、例えば直径６ｃの程度となり得る。図２Ｂのマスクを参照すると、これは、画素のサ
イズＸ１が、好ましくはドナー材料３の層厚さ３ｔの１５０から２５０％の間であること
を意味する。
【００３１】
　一実施形態では、光源５は、例えばキセノンに基づくフラッシュランプを備える。好ま
しくは、光６は、コリメートされたビームとしてマスクに提供される。別法として、マス
クは、マスクパターンをドナー基板１０上に結像するための結像系（図示されず）の物体
平面に提供されてもよい。
【００３２】
　一実施形態では、ドナー基板１０は、ドナー基板１０とアクセプタ基板４との間でその
面上に配置されるドナー材料３の層を有する透明基板１を備える。ドナー基板は、好まし
くは可撓性の材料から成り、例えば２５μｍ厚さのＰＥＮホイルを備える。ドナー材料は
、例えば導電性インクまたはパターン化された構造を構築するための他の材料を備える。
【００３３】
　一実施形態では、ドナー基板１０は、透明基板１とドナー材料３の層との間にオプショ
ンの剥離層２を備える。さらなる実施形態では、剥離層２は、ドナー基板１０からドナー
材料３を剥離するために光６の影響下で反応する。例えば、剥離は、熱の急激な上昇およ
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び結果として生じる剥離層材料の膨張によって達成されてもよい。例えば、衝撃波が、材
料を通って進み、液滴の形成を引き起こしてもよい。また剥離の他の機構が、剥離層のあ
るまたはない場合について構想されてもよい。
【００３４】
　一実施形態では、本方法は、他のステップ、例えばチップ接着パッドのパターン化、導
電性インクのフォトニック焼結、接着パッド上へのはんだバンプの設置、チップの設置後
のフォトニックはんだ付け、横漏れを避けるためのトレンチ充填と組み合わされてもよい
。
【００３５】
　一実施形態では、本方法およびシステムは、複数の均一に距離を置かれかつ均一のサイ
ズの相互接続バンプ３ｂで構成されるパターン３ｐを備える基板４をもたらす。バンプ３
ｂは、基板上で広がって、相互接続パターン３ｐを形成する個々の液滴３ｄに対応するこ
ともある。一実施形態では、パターン３ｐは、例えば導電性電子回路を形成する、回路パ
ターンである。
【００３６】
　図２Ｂは、マスク７を例示し、そのマスクパターン７ｐは、形成すべきパターン化され
た構造３ｐのエリアまたは接続経路の異なるサイズに対応する異なるサイズＣ１、Ｃ２、
Ｃ３を有する複数のパターンエリア７ａを備える。したがって、パターンエリア７ａによ
ってパターン化される光は、複数の別個の均一なサイズの隣接するビーム６ｂに分割され
、その隣接するビームは、アクセプタ基板４上にパターン化された構造３ｐの相互接続エ
リアを形成する。一実施形態では、結果として生じるパターン化された構造３ｐは、異な
る寸法を有する回路部分を備える回路パターンである。
【００３７】
　画素化マスクは、光によってドナー基板から剥離される材料のサイズを調節するために
、ドナー基板上で複数の分離した画素を備えるパターンに光をパターン化させることに留
意されたい。このようにして、望ましい液滴形成が、図１Ａに示されたドナー層の不規則
なかつ／または無制御な崩壊とは対照的に達成されてもよい。
【００３８】
　一実施形態では、マスクパターン７ｐは、形成すべきパターン化された構造３ｐのエリ
アの異なるサイズに対応する異なるサイズＣ１、Ｃ２を有する複数のパターンエリア７ａ
を備え、マスクパターン７ｐは、別個の画素Ｐに分割され、複数の隣接する画素Ｐは、複
数のパターンエリア７ａの１つのパターンエリアを形成するように配置される。一実施形
態では、マスクパターン７ｐは、均一なサイズＸ１、Ｙ１を有する複数の画素Ｐを備える
。一実施形態では、マスクパターン７ｐは、均一な距離Ｘ２、Ｙ２を有する複数の画素Ｐ
を備える。
【００３９】
　一実施形態では、マスク７は、形成すべき異なるサイズの回路要素に対応する異なるサ
イズＣ１、Ｃ２を有する複数のパターンエリア７ａを備えるマスクパターン７ｐを受け取
り、かつそのパターンエリア７ａを複数の別個の均一なサイズの画素に分割することによ
って作られる。一実施形態では、パターンエリア７ａは、画素間のグリッド７ｂによって
画素Ｐに分割される。一実施形態では、各画素は、２００μｍよりも小さい、好ましくは
１５０μｍよりも小さい、より好ましくは１００μｍよりも小さい画素直径を有する。
【００４０】
　好ましくは、ビームは、適切に形成された液滴を提供するためにほぼ等しい第１の寸法
および第２の寸法Ｘ１、Ｘ２を有し、例えばビームは、正方形または円形とすることがで
きる。したがって、マスクパターンにおいて、画素Ｐは好ましくは、第１の寸法Ｘ１およ
び、例えば＋／－２０％のマージン内で、第１の寸法Ｘ１にほぼ等しい横断方向の第２の
寸法Ｙ１を有する。
【００４１】
　図３Ａは、変調パルスを使用する実施形態を例示する。変調パルスは、ドナー材料の剥
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離された液滴がドナー基板とアクセプタ基板との間を通過している間にその液滴に衝突す
るようにドナー基板を通って伝送されてもよいことに留意されたい。パルスはオプション
として、液滴がアクセプタ基板上に着地した後もまたドナー材料に照射し続けてもよい。
単一パルスの代わりに、また多重パルスが、一方ではドナー材料を剥離し、他方では通過
している間にかつ／または着地後に液滴に照射するために使用されてもよい。
【００４２】
　特に、その図は、マスク７を通って、ドナー材料３をその上に有する透明基板１を備え
るドナー基板に衝突する光ビーム６ｂを示す。光ビームが、ドナー材料３に衝突すると、
液滴３ｄが、ドナー基板から放出され、アクセプタ基板４に向かって進む。液滴３ｄが、
アクセプタ基板４に到着すると、それは、例えば液滴３ｄのサイズ、速度および粘度に応
じて、広がる。その実施形態では、光ビーム６ｂは、材料３をドナー基板から放出させる
だけでなく、また形成された液滴が通過している間にかつ／またはアクセプタ基板４に到
着した後にその液滴にぶつかりもする。
【００４３】
　図３Ｂは、光強度Ｉが、液滴が進む時間Ｔまたは距離Ｄの関数として示される、変調パ
ルスＰのグラフを示す。一実施形態では、変調は、第１の時間間隔Ｔ１および第１の時間
間隔Ｔ１よりも長い第２の時間間隔Ｔ２を備える。第１の時間間隔Ｔ１において、変調パ
ルスは、ドナー材料を剥離するために第１の光強度Ｉ１を有する。典型的には、この領域
Ｒ１は、例えば３ｋＷ／ｃｍ２の強度でマイクロ秒程度の、短くかつ強いパルスを備える
。領域Ｒ２およびＲ３をカバーする第２の時間間隔Ｔ２において、変調パルスは、ドナー
材料がドナー基板とアクセプタ基板との間を通過している間にドナー材料を乾燥し、溶融
し、かつ／または焼結するために、第１の光強度Ｉ１よりも低い第２の光強度Ｉ２を有す
る。例えば、第２の光強度は、第１の光強度の約半分とすることができる。第２の時間間
隔は、液滴がアクセプタ基板に転写するために掛かる時間に依存することもある。一実施
形態では、第１の時間間隔は、５０μｓ未満であり、第２の時間間隔は、１００μｓより
も大きい。
【００４４】
　別のまたはさらなる実施形態では、変調は、アクセプタ基板４上へのパターン３ｐの形
成に影響を及ぼすために第３の光強度Ｉ３を有する領域Ｒ４において第３の時間間隔Ｔ３
を備える。そのような実施形態では、光パルスは典型的には、純粋にドナー材料３の剥離
に必要とされるよりも長いことに留意されたい。第３の強度はまた、第２の強度に等しく
することもできる。典型的なパルスは、２ｍｓの全パルス時間中に３Ｊ／ｃｍ２の全エネ
ルギーを配送してもよい。例えば、領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、異なるプロセ
ス、例えばアブレーション、溶融、乾燥、および焼結にそれぞれ対応してもよい。
【００４５】
　一実施形態では、ドナー基板とアクセプタ基板との間の距離は、１０μｍよりも大きく
、好ましくは１００μｍよりも大きい。その距離は好ましくは、液滴が通過している間に
十分に照射されることを可能にするのに十分大きい。一実施形態では、ドナー基板とアク
セプタ基板との間の距離は、２ｍｍ未満であり、好ましくは１ｍｍ未満である。その距離
は好ましくは、液滴の経路のずれがパターン化の解像度を悪化させることを防止するのに
十分小さい。
【００４６】
　図４は、基板上にパターン化された構造３ｐを提供するためのシステム３０の実施形態
を例示する。システム３０は、光源５を備える。本システムはさらに、パターン化された
構造３ｐを受け取るためにアクセプタ基板４を提供するための手段１４を備える。前記手
段１４は、例えばロールツーロールまたはロールツーシートプロセスにおいて、パターン
化された構造を連続的に作成するためのロールを備える基板運搬装置を例えば備えてもよ
い。本システムはさらに、ドナー材料３を備えるドナー基板１０を提供するための手段１
１を備え、ドナー基板１０は、光源５とアクセプタ基板４との間に配置される。手段１１
は例えば、基板１０を運ぶための運搬装置システムを備えてもよい。本システムはさらに
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、光源５とドナー基板１０との間に配置されるマスク７を備える。マスク７は、ドナー基
板１０にぶつから光源５からの光６をパターン化するためにマスクパターンを備える。パ
ターン化された光６ｐは、作成すべきパターン化された構造３ｐに合致し、ドナー基板１
０に衝突するパターン化された光６ｐは、ドナー材料３をドナー基板１０から剥離させ、
アクセプタ基板４に転写し、パターン化された構造３ｐをその上に形成させるように適合
される。パターン化された光６ｐは、ドナー基板１０から別個の均一なサイズの液滴３ｄ
の形でドナー材料３を剥離させるために、ドナー基板１０に同時に衝突する複数の別個の
均一なサイズのビーム６ｂに分割される。本システムは、本明細書で述べられる方法を実
行するために使用されてもよい。
【００４７】
　一実施形態では、運搬装置１１、１４の速度Ｖおよび光源５のパルス変調Ｐは、完全な
パターン３ｐが、単一光パルスまたはパルス列によってアクセプタ基板４上に形成される
ようにコントローラ１５によって制御される。言い換えれば、運搬装置１１および１４は
、光源によって生成される各光パルスについて、基板が、次のパターンを生成するために
新しい位置に移動されるような速度で、ドナー基板およびアクセプタ基板を動かす。
【００４８】
　本システムの一実施形態は、下記のコンポーネントの１つまたは複数を備える。
－　光パルス：広帯域フラッシュランプ。転写された液滴の温度を制御するために変調さ
れる。
－　光学系：高エッジシャープネスおよび高解像度を得るために好ましいコリメートされ
た光ビーム。
－　画素化マスク：ガラス上のフォトリソグラフィ処理された（ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇ
ｒａｐｈｅｄ）金属。光吸収およびアブレーションの機会を低減するためのアルミニウム
またはクロム。
－　位置合わせ（オプションの）：はんだバンプの設置およびトレンチの充填のために、
位置合わせシステムが、好ましい。
－　基板：ポリマーフィルム、ガラス。光について透明。
－　インク：ランプ発光スペクトルに関して高吸光度を有する、溶剤に基づくインク。せ
ん断薄化ペースト（ｓｈｅａｒ　ｔｈｉｎｎｉｎｇ　ｐａｓｔｅ）は、低粘性インクと同
様に機能するはずである。
－　アクセプタ基板：任意の種類。アクセプタとドナーとの間のギャップは、転写された
液滴の温度／時間プロファイルにとって重要である。
【００４９】
　例えば、下記の構成が、使用されてもよい。
－　ランプ装置：Ｘｅｎｏｎ　Ｓｉｎｔｅｒｏｎ（登録商標）２０００。
－　パルス：５００μｓ、約５Ｊ／ｃｍ２、１パルス。
－　マスク：イーグルガラス（ｅａｇｌｅ　ｇｌａｓｓ）（０．７ｍｍ）上のクロム（１
００ｎｍ）。
－　ドナー：ＰＥＮ、２５μｍ厚さ。
－　インク：ＤｕＰｏｎｔ　Ｘ１１５、サブミクロンのスクリーン印刷ペースト。
－　ギャップ：６００μｍ。
－　アクセプタ基板：ガラス、１．１ｍｍ。
【００５０】
　図５Ａおよび図５Ｂは、上述の構成に似た方法およびシステムを使用して堆積された液
滴の写真を示す。
【００５１】
　別の実施形態は、下記のコンポーネントおよび／または態様の１つまたは複数を備える
。
－　光源：キセノンフラッシュランプ。最適結果のために好ましい高エネルギーの短パル
ス（＜＜５００μｓ）。
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－　マスク：ガラス上のフォトリソグラフィ処理された金属。光吸収およびアブレーショ
ンの機会を低減するためのアルミニウムまたはクロム。
－　ドナー基板：ポリマーフィルム、ガラス。光について透明。
－　インク：キセノン発光スペクトルに関して高吸光度を有する、溶剤に基づくインク。
粘度は、変化することもあるが、しかし例えば固体材料の転写は、より困難となり得る。
－　剥離層：この層の劣化は、アクセプタ基板に向かってインクを放出することもある。
この層は、プロセスを改善することができ、それは、完全な（ＯＬＥＤ／ＯＰＶ）スタッ
クを転写することさえできることもある。
－　アクセプタ基板：任意の種類。ドナー基板とアクセプタ基板との間の距離は、例えば
変調パルスを使用することを考慮して設定されてもよい。
【００５２】
　例えば、下記の構成が、使用されてもよい。
　－　ランプ装置：Ｘｅｎｏｎ　Ｓｉｎｔｅｒｏｎ（登録商標）２０００。
　－　パルス：５００μｓ、約４Ｊ／ｃｍ２、１パルス。
　－　マスク：イーグルガラス（０．７ｍｍ）上のアルミニウム（１００ｎｍ）。
　－　ドナー基板：イーグルガラスおよびＰＥＮ。
　－　インク：ＤｕＰｏｎｔ（登録商標）　５０２５およびＳｕｎｔｒｏｎｉｃ（登録商
標）　Ｕ５７１４。
　－　アクセプタ基板：ＰＥＮフィルム（１２５μｍ）。
　－　ギャップ：１ｍｍ。
【００５３】
　本明細書で述べられるように、本開示の第１の態様は、アクセプタ基板上にパターン化
された構造を提供するための方法を提供し、その方法は、光源とアクセプタ基板との間に
ドナー基板を準備するステップを含み、ドナー基板は、パターン化された構造を形成する
ためのドナー材料を備え、マスクは、ドナー基板に衝突する光源からの光をパターン化す
るために光源とドナー基板との間に配置され、パターン化された光は、ドナー材料をドナ
ー基板から剥離させ、アクセプタ基板に転写させる。本開示の第２の態様は、アクセプタ
基板上にパターン化された構造を提供するためのシステムを提供し、そのシステムは、ア
クセプタ基板に光源を提供するための手段と、光源とアクセプタ基板との間に配置される
ドナー基板を提供するための手段であって、ドナー基板は、パターン化された構造を形成
するためのドナー材料を備える、手段と、ドナー基板に衝突する光源からの光をパターン
化するために光源とドナー基板との間に配置されるマスクであって、パターン化された光
は、ドナー材料をドナー基板から剥離させ、アクセプタ基板に転写させる、マスクとを備
える。
【００５４】
　例示的実施形態は、パターン化された構造を形成するための方法およびシステムについ
て示されたが、また代替方法が、同様の機能および結果を達成するために本開示の恩恵を
有する当業者によって構想されてもよい。例えば画素化マスク、変調パルス、フラッシュ
ランプ光源、その他を使用する態様は、１つまたは複数の代替態様に組み合わされまたは
分割されてもよい。論じられかつ図示されるような実施形態の様々な要素は、大きいエリ
アにわたる材料の非接触パターン化などの、ある利点をもたらす。もちろん、上記の実施
形態またはプロセスのいずれか１つは、設計および利点を見出しかつ合致させる際にさら
なる改善を提供するために１つもしくは複数の他の実施形態またはプロセスと組み合わさ
れてもよいことを理解されたい。この開示は、導電性構造のパターン化に特定の利点をも
たらし、一般に材料が比較的大きいエリアにわたってパターン化されるべき任意の応用に
適用されてもよいことが、理解される。
【００５５】
　本システムおよび方法が、その具体的な例示的実施形態を参照して特に詳細に述べられ
たが、多数の変更形態および代替実施形態が、本開示の範囲から逸脱することなく当業者
によって考案されてもよいことも理解されたい。例えば、特定の方法または機能を行うた
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めに配置されかつ／または構築されるべきデバイスまたはシステムが開示される実施形態
は、その方法もしくは機能をそれ自体でかつ／または方法もしくはシステムの他の開示さ
れる実施形態と組み合わせて本質的に開示する。さらに、方法の実施形態は、可能であれ
ば方法またはシステムの他の開示される実施形態と組み合わせて、それぞれのハードウェ
アでのそれらの実施を本質的に開示すると考えられる。さらに、例えば非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体上に、プログラム命令として具体化されてもよい方法は、そのような実
施形態として本質的に開示されると考えられる。
【００５６】
　最後に、上記の議論は、本システムおよび／または方法の単なる実例となることを意図
され、添付の請求項をどんな特定の実施形態または実施形態のグループにも限定しないと
解釈されるべきである。したがって、明細書および図面は、事例的に見られるべきであり
、添付の請求項の範囲を限定することを意図されていない。添付の請求項を解釈する際に
は、単語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、所与の請求項に記載されるそれら以外
の要素または行為の存在を排除せず、要素に先行する単語「１つの（ａ）」または「１つ
の（ａｎ）」は、複数のそのような要素の存在を排除せず、請求項におけるどんな参照符
号も、それらの範囲を限定せず、いくつかの「手段」は、同じもしくは異なる事項または
実施される構造もしくは機能によって表されてもよく、開示されるデバイスまたはその部
分はどれも、別段具体的に述べられない限り、一緒に組み合わされまたはさらなる部分に
分離されてもよいことを理解されたい。ある方策が、相互に異なる請求項に列挙されると
いう単なる事実は、これらの方策の組み合わせが、利益を得るために使用できないという
ことを示さない。特に、請求項のすべての実用的な組み合わせは、本質的に開示されると
考えられる。
【符号の説明】
【００５７】
　　１　透明基板
　　２　剥離層
　　３　ドナー材料
　　３ｄ　液滴
　　３ｄ’　破片
　　３ｐ　パターン化された構造
　　３ｐ’　不規則なパターン化された構造
　　３ｔ　ドナー材料の層厚さ
　　４　アクセプタ基板
　　５　光源
　　６　光
　　６ｂ　ビーム
　　６ｃ　ビームのサイズ
　　６ｄ　ビーム間の分離距離
　　６ｐ　パターン化された光
　　６ｐ’　パターン化された光
　　７　マスク
　　７’　従来のマスク
　　７ａ　パターンエリア
　　７ａ’　大きい連続エリア、回路部分
　　７ｐ　マスクパターン
　　７ｐ’　従来のマスクパターン
　　１０　ドナー基板
　　１１　手段、運搬装置
　　１４　手段、運搬装置
　　３０　システム
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　　Ｃ１　パターンエリアサイズ
　　Ｃ２　パターンエリアサイズ
　　Ｃ３　パターンエリアサイズ
　　Ｉ１　第１の光強度
　　Ｉ２　第２の光強度
　　Ｉ３　第３の光強度
　　Ｐ　変調パルス
　　Ｒ１　領域
　　Ｒ２　領域
　　Ｒ３　領域
　　Ｒ４　領域
　　Ｔ１　第１の時間間隔
　　Ｔ２　第２の時間間隔
　　Ｔ３　第３の時間間隔
　　Ｘ１　第１の寸法
　　Ｘ２　画素間の分離距離
　　Ｙ１　第２の寸法
　　Ｙ２　画素間の分離距離

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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